
1MBI400S-120 IGBT Module

1200V / 400A  1 in one-package
Features

· High speed switching
· Voltage drive
· Low inductance module structure

Applications
· Inverter for  Motor drive
· AC and DC Servo drive amplifier
· Uninterruptible power supply
· Industrial machines, such as Welding machines

Maximum ratings and characteristics
Absolute maximum ratings (at Tc=25°C unless otherwise specified)

Item                                                    Symbol
Collector-Emitter voltage VCES

Gate-Emitter voltaga VGES

Collector Continuous       Tc=25°C IC
current                          Tc=80°C

1ms                  Tc=25°C IC pulse
                         Tc=80°C

-IC
1ms -IC pulse

Max. power dissipation PC

Operating temperature Tj

Storage temperature Tstg

Isolation voltage *1 Vis

Screw torque Mounting  *2

Terminals *2

                                                            Terminals  *2

 Rating
1200

±20
600
400

1200
800
400
800

3100
+150

-40 to +125
AC 2500 (1min.)

3.5
4.5

          1.7

Unit
V
V
A
A
A
A
A
A
W
°C
°C
V
N·m
N·m
N·m

Item

Zero gate voltage collector current
Gate-Emitter leakage current
Gate-Emitter threshold voltage
Collector-Emitter saturation voltage

Input capacitance
Output capacitance
Reverse transfer capacitance
Turn-on time

Turn-off time

Forward on voltage

Reverse recovery time

ICES

IGES

VGE(th)

VCE(sat)

Cies

Coes

Cres

ton

tr
tr(i)
toff

tf
VF

trr

– – 4.0
– – 0.8
5.5 7.2 8.5
– 2.3 2.6
– 2.8 –
– 48000 –
– 10000 –
– 8800 –
– 0.35 1.2
– 0.25 0.6
– 0.1 –
– 0.45 1.0
– 0.08 0.3
– 2.7 3.5
– 2.4 –
– – 0.35

VGE=0V,  VCE=1200V
VCE=0V,  VGE=±20V
VCE=20V,  IC=400mA
Tc=25° C   VGE=15V,  IC=400A
Tc=125°C
VGE=0V
VCE=10V
f=1MHz
VCC=600V
IC=400A
VGE=±15V
RG=1.8 ohm

Tj=25°C         IF=400A,  VGE=0V
Tj=125°C
IF=400A

mA
µA
V
V

pF

µs

V

µs

Electrical characteristics (at Tj=25°C unless otherwise specified)

Thermal resistance characteristics

Thermal resistance – – 0.04
– – 0.12
– 0.0125  –

IGBT
FWD
the base to cooling fin

°C/W
°C/W
°C/W

*4 :  This is the value which is defined mounting on the additional cooling fin with thermal compound

Equivalent Circuit Schematic

*1 : Aii terminals should be connected together when isolation test will be done
*2 : Recommendable value : Mounting 2.5 to 3.5 N·m(M5 or M6)
                                            Terminal  3.5 to 4.5 N·m(M6), 1.3 to 1.7N·m(M4)
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Item                                                   Symbol           Characteristics                          Conditions                                    Unit
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Rth(j-c)
Rth(j-c)
Rth(c-f)*4
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Characteristics

1MBI400S-120 IGBT Module
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Collector - Emitter voltage  :  VCE  [ V ]
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Collector current  vs.  Collector-Emiiter voltage
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Collector current  vs.  Collector-Emiiter voltage
VGE=15V  (typ.)

Collector - Emitter voltage  :  VCE  [ V ]
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Collector-Emiiter voltage  vs. Gate-Emitter voltage
Tj= 25°C  (typ.)
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Gate - Emitter voltage  :  VGE  [ V ]
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Capacitance  vs.  Collector-Emiiter voltage  (typ.)
VGE=0V,  f= 1MHz,  Tj= 25°C
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Collector - Emitter voltage  :  VCE  [ V ]
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Dynamic Gate charge  (typ.)
Vcc=600V, Ic=400A, Tj= 25°C

Gate charge  :  Qg  [ nC ]
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1MBI400S-120 IGBT Module
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Switching time  vs.  Collector current  (typ.)
Vcc=600V, VGE=+-15V, Rg= 1.8ohm, Tj= 25°C
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Collector current  :  Ic  [ A ]
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Switching time  vs.  Collector current  (typ.)
Vcc=600V, VGE=+-15V, Rg= 1.8ohm, Tj= 125°C

Collector current  :  Ic  [ A ]
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Switching time  vs.  Gate resistance  (typ.)
Vcc=600V, Ic=400A, VGE=+-15V, Tj= 25°C

Gate resistance  :  Rg  [ ohm ]
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Switching loss  vs.  Collector current  (typ.)
Vcc=600V, VGE=+-15V, Rg=1.8ohm
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Collector current  :  Ic  [ A ]
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Switching loss  vs.  Gate resistance (typ.)
Vcc=600V, Ic=400A, VGE=+-15V, Tj= 125°C
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Gate resistance  :  Rg  [ ohm ]
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  Reverse bias safe operating area
+VGE=15V, -VGE<=15V, Rg>=1.8ohm, Tj<=125°C

Collector - Emitter voltage  :  VCE  [ V ]
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IGBT Module

Outline Drawings,  mm

mass : 380g

1MBI400S-120
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Forward current  vs.  Forward on voltage  (typ.)
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Forward on voltage  :  VF  [ V ]
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Reverse recovery characteristics  (typ.)
Vcc=600V, VGE=+-15V, Rg=1.8ohm

Forward current  :  IF  [ A ]
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Pulse width  :  Pw  [ sec ]
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                                        Tел:  +7 (812) 336 43 04 (многоканальный) 
                                                    Email:  org@lifeelectronics.ru 
 
                                                         www.lifeelectronics.ru 

 

ООО “ЛайфЭлектроникс”                                                                                                                  “LifeElectronics” LLC 
ИНН 7805602321 КПП 780501001 Р/С 40702810122510004610 ФАКБ "АБСОЛЮТ БАНК" (ЗАО) в г.Санкт-Петербурге К/С 30101810900000000703 БИК 044030703  

 

      Компания «Life Electronics» занимается поставками электронных компонентов импортного и 
отечественного производства от производителей и со складов крупных дистрибьюторов Европы, 
Америки и Азии. 

С конца 2013 года компания активно расширяет линейку поставок компонентов по направлению 
коаксиальный кабель, кварцевые генераторы и конденсаторы (керамические, пленочные, 
электролитические),  за  счёт заключения дистрибьюторских договоров 

      Мы предлагаем: 

 Конкурентоспособные цены и скидки постоянным клиентам. 

 Специальные условия для постоянных клиентов. 

 Подбор аналогов. 

 Поставку компонентов в любых объемах, удовлетворяющих вашим потребностям. 
 

 Приемлемые сроки поставки, возможна ускоренная поставка. 

 Доставку товара в любую точку России и стран СНГ. 

 Комплексную поставку. 

 Работу по проектам и поставку образцов. 

 Формирование склада под заказчика. 
 

 Сертификаты соответствия на поставляемую продукцию (по желанию клиента). 

 Тестирование поставляемой продукции. 

 Поставку компонентов, требующих военную и космическую приемку. 

 Входной контроль качества. 

 Наличие сертификата ISO. 
 

       В составе нашей компании организован Конструкторский отдел, призванный помогать 
разработчикам, и инженерам. 

  Конструкторский отдел помогает осуществить: 

 Регистрацию проекта у производителя компонентов. 

 Техническую поддержку проекта. 

 Защиту от снятия компонента с производства. 

 Оценку стоимости проекта по компонентам. 

 Изготовление тестовой платы монтаж и пусконаладочные работы. 
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